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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Цель – подготовить выпускников к научно-исследовательской деятельности, связанной с применением процессов

МПЭ и ГФЭ МОС для формирования полупроводниковых гетероструктур различного назначения.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

2.1.2 Конструирование светоизлучающих устройств

2.1.3 Конструирование фотопреобразователей

2.1.4 Методы математического моделирования

2.1.5 Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур

2.1.6 Физика квантоворазмерных полупроводниковых гетерокомпозиций

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Высоковакуумное оборудование в наноэлектронике

2.2.2 Приборы и устройства магнитоэлектроники

2.2.3 Приборы и устройства на основе наносистем

2.2.4 Проектирование и технология электронной компонентной базы

2.2.5 Технология материалов экстремальной электроники

2.2.6 Элионная технология в микро- и наноиндустрии

2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Преддипломная практика

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-З1 методы МПЭ и ГФЭ МОС для формирования полупроводниковых гетероструктур

ПК-2-З2 основы технологии изготовления изделий электронной техники

ПК-2-З3 технический английский язык;

ПК-3: Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы

Знать:

ПК-3-З1 передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере технологии формирования высококачественных

полупроводниковых гетерокомпозиций, закладывающих основу перехода к новым базовым элементам наноэлектроники

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в

междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить

наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и

экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Знать:

УК-1-З1 современные методы анализа зависимости свойств полупроводниковых гетерокомпозиций от их фазового и

стехиометрического состава, поведения примесей и структурных дефектов;

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать

результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения

детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области

Знать:

ОПК-2-З1 базовые технологические процессы и маршруты наноэлектроники;

ПК-3: Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы

Уметь:

ПК-3-У1 проводить расчеты режимов технологических операций

ПК-3-У2 разрабатывать технологические маршруты (маршрутные карты)
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ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Уметь:

ПК-2-У2 оптимизировать параметры технологических операций

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать

результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения

детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области

Уметь:

ОПК-2-У1 проводить анализ и определять причины отклонения параметров

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Уметь:

ПК-2-У1 измерять электрофизические параметры формируемых слоев и изделий

ПК-3: Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы

Владеть:

ПК-3-В1 методы проектирования технологических процессов электроники и наноэлектроники.

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать

результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения

детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области

Владеть:

ОПК-2-В1 осуществление тестового запуска, технологического сопровождения и контроля экспериментальной партии

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Владеть:

ПК-2-В2 осуществление поэтапного контроля технологических и электрофизический параметров изготавливаемого

изделия

ПК-2-В1 расчет режимов технологического процесса для конкретной технологии


